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１．概要（Summary） 

長く大きな共振器の導波路を持つ pn 接合を形成した

Si 基板を用いて、156 W のレーザー出力（CW 相当）を

確認した。また、同じ Si 基板を用いて LED を作製し、注

入電流 0.7 A で 120 mW の光出力（PW）を確認した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高密度汎用スパッタリング装置、精密研磨装置、ブレー

ドダイサー 
【実験方法】 

デバイス構造作製にはプラズマスパッタ装置、研磨装

置、ダイシング装置を利用した。プラズマスパッタ装置によ

り電極の形成を行い、研磨装置によって導波路厚みを削

減した。導波路の分離にはブレードダイサーを用いた。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Si の pn 接合部に対して、光アニールを施すと、Si の

pn 接合部がレーザーの活性層としても機能することが期

待される。間接遷移型半導体は長いキャリ寿命のため低

電流密度で反転分布ができるという特徴を生かし、長く大

きな導波路構造（1 mm×30 mm×0.1 mm）をもつ Si レー

ザー素子を作製した。この素子を動作させたところ、156 
W のレーザー出力（CW 相当）を確認した。 
同じ Si 基板を用いて LED を作製し（1 mm×0.2 

mm×0.14 mm）、注入電流 0.7 A で 120 mW の光出力

（PW）を確認した。（Figure 1） 

 
Figure 1  Fabricated Si LED 
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東京大学VDEC微細加工PF 学術支援専門職員の

水島彩子氏に、多くの助言や協力を頂いたことを感謝しま

す。 
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